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はじめに 

我々はこれまで、UHVマグネトロンスパッ

タリング法を用いてAl2O3基板上にZnS層の成

長を行ってきた。その結果、比較的配向性の高

い薄膜を得ることが出来た。今回は、ZnS 層の

成長における投入電力依存性について検討し

たので報告する。 

 

実験方法 

ZnS層の成長には、UHV高周波マグネトロン

スパッタリング装置を用いた。基板には

Al2O3(0001)基板を、ターゲットには3インチ径

ZnSを、スパッタガスにはAr(6-N)ガスを用いた。

投入電力を50~100 Wの範囲で変化させて成長

した。ZnS層は、結晶性、表面形態及び光学的

特性について評価した。 

 

実験結果 

 図1に、成長したZnS層の立方晶(111)又は六

方晶(0002)面におけるXRC FWHM値の投入電

力依存性を示す。図2に、成長速度における投

入電力依存性を示す。投入電力の増加に伴い、

XRC FWHM値は増加していることが解る。ま

た、投入電力の増加に伴い、成長速度も増加し

ていることが解る。その他の結果に関しては当

日発表する予定である。 
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図1 XRC FWHM値の投入電力依存性 
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図2 成長速度の投入電力依存性 
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